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摘 要

當積體電路製成的精密度，越來越細緻，積體電路的可靠性工程，一直有著非常重要的地位，在設計、製程、技術的改善

，均可提高積體電路的可靠度，在良率提升之後，還有其他影響可靠性工程的因素，ESD的破壞是其中之一項，而遭ESD

的破壞是可避免的，學術上已有許多的ESD保護電路的產生，在保護電路的元件中，常又因元件受ESD STRESS影響，造

成保護電路無保護功能，保護電路元件的可靠性令人質疑， 本論文將以保護電路的元件做ESD電擊測試，分析其抗ESD能

力，首先挑選避免閂鎖效應(latch up)的元件，分析其洩放ESD所加的能量可靠性的能力，再以近似模擬ESD STRESS的儀

器，做抗靜電放電能力測試。 量測元件能夠有效進入第一崩潰點的電壓值，並能維持住，適當洩放ESD所施加的能量，並

能夠有效的避免第二崩潰點的來臨，如何找出適當的第一崩潰點，和找出第二崩潰點，來分析其在靜電放電當保護電路元

件的可行性。

關鍵詞 : 可靠度.崩潰點
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